
課題番号 ：F-18-UT-0100 
利用形態 ：機器利用 
利用課題名（日本語） ：高品質 SiC 上グラフェンの作製と評価 
Program Title (English) ：Fabrication and valuation of high-quality graphene in SiC 
利用者名（日本語） ：遠藤由大，保原麗  
Username (English) ：Y. Endo, R. Hobara 
所属名（日本語） ：東京大学大学院理学系研究科 
Affiliation (English) ：The University of Tokyo 
キーワード／Keyword    ：切削 
    
１．概要（Summary） 

炭素原子のみで構成される原子層物質、グラフェンは

その特異なバンド分散に由来する質量ゼロの電子をもつ

こと[1]や高い機械的強度をもつこと[2]から注目を集めて

いる。近年、グラフェンを積層し層間に Ca 原子を挿入（イ

ンターカレート）した系での超伝導が報告された[3]。グラ

フェンが Ca により超伝導化したとして、その超伝導発現

機構の解明が求められている。一方で、その構造は明ら

かでないため本研究で明らかにした。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

ステルスダイサー（DFL7340） 
【実験方法】 

超伝導の発現が報告されている SiC 上 Ca インターカ

レート 2 層グラフェンを作製するため、まず 2 層のグラフェ

ンを得る必要がある。SiC 基板を加熱することで、熱脱離

法によりグラフェンを作製した。層数が加熱温度に依存す

るため、最適な加熱条件を見つけるためステルスダイサー

により正確なサイズ(太さ 2 mm)に切り出した SiC 基板を

用いた。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

層数判定には ARPES を用い、K 点に 2 枚の放物線

的な分散をもつ 2 層グラフェンに特有の電子状態[4]を確

認した(Figure 1 (a))。さらに、大面積グラフェンを作製す

るため Ar 雰囲気中でのグラフェンの作製を行った。ラマ

ン分光測定により Ar 雰囲気中で作製されたグラフェンは

欠陥由来のDピークが存在しないことから、高品質なSiC
上グラフェンの作製に成功したことを確認した[Figure 1 
(b, c)にドメインサイズが小さく欠陥由来の D ピークをもつ

超高真空(UHV)中で作製したグラフェンのラマンスペクト

ルと比較した]。 

 
Figure 1 (a) Band dispersion of bilayer graphene 

on SiC (center is K point), Raman spectrum of 
graphene (b)in UHV and (c) in Ar atmosphere, 
respectively. 

 
得られた SiC 上 2 層グラフェンに超高真空中で Ca 原

子を蒸着し、Ca インターカレーションを行い、試料の構造

を全反射高速陽電子回折法により解析した。陽電子ビー

ムの視射角を変化させながら鏡面反射スポット強度を測定

することで、Figure 2(a)のロッキング曲線を得た。このロッ

キング曲線を正しく再現する構造を見つけるため、複数の

原子配置モデルを検討した結果、Figure 2 (b)に示すよう

に、2 層グラフェンの下に Ca 原子がインターカレートして

いることが明らかとなった。今後は本研究結果で得られた

構造を元に第一原理計算から超伝導を発現する電子状

態を調べていく。 



 

 
Figure 2 (a) glancing angle dependence of (00) 

spot intensity (rocking curve) with total reflection 
high energy positron diffraction, (b) the structural 
model which can reproduce the experimental 
rocking curve. 
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